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A litografiaval foglalkozé szakemberek az elmilt évtizedben je-
lentSs kutatdsokat végeztek annak érdekében, hogy milyen eljaras-
sal lehetne mikronos illetve mikronnél finomabb elemi vonalszé-
lességii félvezetSstruktirakat létrehozni. Ennek érdekében kidol-
goztdk az clektron-, lézer-, RTG- és ionsugaras litografidkat. A
cikk téméja ezek egybevetése kiilonféle szempontok szetint,
kiemelve * a -lézersugaras litografia megvaldsitasanak egy 4j
lehetdségét. '

Bevezetés

A mikroelektronika gyors fejlédése egyre fokozddo

kovetelményeket tdmaszt a mikrolitografiai tech-
nolégidkkal szemben. Az évtized €lején tigy tiint, hogy
az optikai litografiai mddszerek elérték tel-
jesitGképességiik hatarat. A kifejlesztett berendezések

(abrageneritorok, léptetGkamerdk, maszkillesztGk) a

klasszikus értelemben vett optikai felbontéképesség
elvi korlatait érték el. A mikrolitografiai eljarasok a
kozelmilt mikronos technolégidiban nagyrészt még a
kozeli UV levildgitason alapultak. Az 1980-as évek
elején a mikroelektronikai technoldgiik elérték az ad-
dig - ”alomhatarnak” tartott mikronos illetve mikron
alatti vonalszélesség kialakitasanak lehetGségét [25]-
[31]. Az elemi vonalméretek- csokkenésével a tech-
nolégusoknak is meg kellett djitani maszkgyartasi,
szeletlitografiai eljarasaikat. A vildgban tobb irdnyd
titkeresés indult, de egységesen mindenki a lathat
fényénél kisebb hullimhosszok felé fordult, mivel a
hullimoptika torvényeibsl az kovetkezik, hogy az
elérhetd legjobb optikai felbontds dsszemérhetd a levi-
lagit6 sugarforras hullimhossz4val. A kutat6helyeken
a nem optikai elven mikods litografiai modszerek
kifejlesztését kezdték meg. Intenziv kutatasok indultak
a rontgen-, az ion- valamint az elektronlitogrifia
teriiletén. A legfejlettebb technolégist alkalmazo
gyartéknal ma mir ilyen elveken miikodd litografiai
berendezéseket alkalmaznak a mikronos ill. szub-
mikronos mérettartomédnyban [13], [21], [24], [25],
[27], [28], [29]. A berendezések elterjedése a tomeg-
gyartdsban azonban igen lassi. Ennek oka egyrészt a
késziilékek igen magas beruhdzisi koltsége, masrészt

e

a megszokottdl eltér§ anyagok és koriilmények alkal-

mazisinak sziikségessége, ~valamint = technolégiai

szempontbdl vett szennyezGkészségiik (rontgen-, ion-,
elektronrezisztek, ultravikuum-munkakamrék stb.).

Beérkezett: 1989, V. 30.
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A fejlesztés f6 irdnyai

Kezdetben tgy tint, hogy a deep UV tartomanyban
mikkdd6 hagyominyos litografiai berendezések
megoldjdk problémadinkat. A feladat kettGs volt:
egyrészrl  az  4dbragenerdtorok, mdsrészrfl a
maszkilleszt6k korében kellett fejlesztéseket végezni.

Mindkét esetben azonban a torekvés a sebesség
novelésére és ezzel pirhuzamosan a jobb felbontis
elérésére iranyult. -

Az brageneritor esetében elsGsorban a hosszi ex-
poziciés id§ (néhanyszor tiz 6ra) kényszeritette ki a
véltoztatast. A hosszii expondlasi folyamat két részrdl
is igen hatranyos: egyfeldl a technoldgia koltségeit je-
lentSsen emeli, masfelSl viszont mér gyakorlati és
néha lekiizdhetetlen akaddlyt jelent az dbrageneritor
rezgésmentesitése és hGmérsékleti stabilizilasa, azaz
hibamentes mikodtetése a kell§ idbre.

Ezek alapjdn az 4bragenerdtorndl tehit az ex-
ponilasi idG (legaldbb egy nagysigrenddel val6) és az
elemi vonalméret csokkentésére torekedtek.

A probléma alapvetSen nem mdas a maszkillesztSk
esetében sem, mint az dbrageneratornil. A meggon-
doldsok kozéppontjdban ez esetben mindenképp an-
nak kell 4llni, hogy itt mér a szelet feliletére dolgo-
zunk. Ennek megfelelen kell megvalasztani a levi-
lagité sugirforras hullimhosszat is. Az expondlis

- sordn mindenképp biztositani kell -a megvilagité

nyaldb pirhuzamossigét,” hiszen ennck hidnydban
romlanak - a leképezési tulajdonsigok (projekcids
rendszerek), illetve nagy lehet az arnyékképzGdés a

. maszk és a reziszt kozott (proximity eljaras). A kérdés

csupan . az, hogy a nyaldb kollimilisa meddig
végezhet§ egyszerlien, és mi az a hatdr, amikor a kon-
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venciondlis dton mir nem érhet§ el eredmény. A
gyakorlat azt mutatja, hogy a hagyomanyos optikai
elemekkel nyaldbformélds az UV tartomdny fels§
széléig végezhetS (400 nm-es hulldmhossz). Ezt
kovetGen mar specidlis UV optikai elemek sziiksége-
sek. A hullimhossz tovdbbi csokkentése révén
eljuthatunk az X sugirzds tartominydba (1.4 nm),
ahol a kollimélds mar nem trividlis feladat, ugyanis
erre két eljaras ismert, melyek koziil egyik sem til
kényelmes. Egyrészt lehet figy parhuzamositani a
sugarnyaldbot, hogy a sugdrforrast6l kell§ tavolsagban
elhelyeziink egy kolliméitor rést. Az ebbdl kilépd
nyalab j6 kozelitéssel parhuzamos lesz. Masik ut az,
hogy az X sugarak megfelel§ interferencidjaval a
kapott kép egy része lesz kollimalt.

A RTG sugaras levilagitds - dgy tinik - egyre
nagyobb teret nyer a szubmikronos technolégidban
[23], [26), [30].

Napjaink trendjét ismét az “optikai” moédszerek
eldretorése jellemzi. Ez elsGsorban a 1ézerek mikroli-
tografiai alkalmazisinak koszonhetS. A lézeres
berendezések teljesitSképessége azonos vagy jobb
mint a nem optikai litografiai késziilékeké,
ugyanakkor nem igénylik kiilonleges anyagok vagy
koriilmények alkalmazdsat. Aruk lényegesen ala-
csonyabb, mint a rontgen-, ion-, vagy az elektronli-
tografiai berendezéseké.

Lézerek litografiai alkalmazédsa

A lézerlitografiai technolégiai berendezések koziil a
1ézeres dbragenerétor tekinthet§ a legkiforrottabbnak.
Az 1987-es évben kerilltek piacra az elsG tényleg
versenyképes lézeres 4bragenerdtorok. A lézeres
dbrageneritor milkodési elve 1ényegesen eltér a
?klasszikus” optikai 4brageneratorokétél. Ezekben
valtoztathaté6 méretdi blendék segitségével kialakitott
elemi téglalapok leképezésével és egymis mellé ex-
ponaldsdval alakitjak ki a maszk rajzolatat a hordoz6
felilletén 1évS kromrétegre felvitt fotorezisztben. Az
egymds mellé exponalast a hordoz6 kell§ pontosségi
1éptetésével valositjdk meg. A késziilék fényforrasa
rendszerint nagynyomdsi higanyldmpa. Az expondlést
a reziszt hivisa valamint a kromréteg marésa koveti. A
lézeres 4bragenerdtorban szintén fotoreziszt ex-
ponaldsa torténik, az expondlast azonban mozgd,
fokuszalt és modulélt 16zernyalab végzi. A 1ézernyalab
a kialakitandé 4bra teljes felilletét végig pasztazza
folyamatos mozgéssal. Az exponélds a nyaldb kellGen
gyors ki- és bekapcsoldsa segitségével torténik
(modulalas). Tekintettel arra, hogy a f6kuszalt 1ézer-
nyalab teljesitmény sfiriisége igen nagy, az elemi ex-
pozici6és idSk a mikrosec tartomdnyba esnek. Ezért
nincs szilkkség s mozgatdsoknak az exponilds idejére
torténd megallitasara (flash-on-fly izemmod). A teljes
felilet péasztizdsa nem torténhet tisztdn optikai
(deflektalas) vagy tisztan mechanikai (asztalmozgatas)
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iton. Az optimélis megoldast a kett§ kombinécitja
adja.

A lézersugarnak, mint expondlé nyaldbnak az al-
kalmazisa kedvez§ paraméterek mellett oldhaté meg.
Ez azért lehet igy, mert a 1ézersugér olyan fénysugir,
mely igen kis széttartdssal (divergencidval) valamint
egysziniiséggel (monokromatikussag) rendelkezik, és
tobbek kozott ezek miatt igen j6l fokuszalhaté. Kis
fokuszfoltra vonatkoztatva viszont az intenzitéssiiriiség
mér jelentSs lehet. Mindenképpen figyelemmel kell
lenni az  expondld lézer  hullimhossz4nak
kivélaszt4sdra, hiszen elsGdleges cél lehet az is, hogy
ne kelljen spektrilis érzékenységében ij reziszteket
alkalmazni. Ennek megfelelGen célszeriinek latszik
tehat olyan 1ézerek valasztdsa, melyek az ibolyan (He-
Cd - 441.6 nm, Ar* - 488 nm) [8], [14], [7] illetve azon
tali hullimhossztartomanyban (excimer lézerek, He-
Cd - 325 nm, Ar" - 363.8 nm) [3], [5] sugdroznak,
folytonos (CW) illetve impulzus iizemmé6dban. Az ex-
poziciés id6 az expondldsi stratégia megfelel
megvélasztisaval 1ényegesen csokkenthetd.

Ez utdn csupin egy megvélaszol4sra vard kérdés
marad: el kell donteni, hogy az adott maszk reticle [8]
(5x-0s vagy 10x-es) édbra-e vagy pedig lx-es méretii
[14]. Az irodalmak alapjdn mindkett$ fellelhetS a vilag
nagy mikroelektronikai gydraiban. A reticle tipusi
4braknal elegendd a mikronos illetve a néhany mikro-
nos pontossag, mig 1x-es méretiicknél (természetesen
feltételezve azt, hogy végeredményben szubmikronos
struktira generdldsa a cél) a pontossig minimum
néhany sz4z nanométer. Vildgosan latszik, hogy az
egyszeres (direkt) maszkok létrehozasa soran lényege-
sen szigoriibb kovetelményeket kell kielégiteni, mint a
reticle maszk esetén.

Fontos e helyiitt rogziteni azt, hogy mindeddig olyan
folyamatroél volt sz6, mely soran leképezzitk a maszk
abrait a fényérzékeny feliiletre, valamely sugarforras
segitségével. Ebben az esetben tehdt a maszk és a
maszkhoz kapcsol6dé egyéb technol6gidk megmarad-
nak a gyéartasi miiveletek kozott. Ha azonban ki-
hagyjuk a maszkot a technoldgiai sorbdl, felvetddik a
kérdés, hogy miként tudjuk a megfeleld dbrasorozatot
meggenerélni a félvezetSszelet feliletén.

Ezen a gondolatsoron haladva a nemzetkdzi ku-
tatas-fejlesztés az 1980-as évek clejére két, technol6-
giailag egymassal ellentétes irdnyi elképzelés 1étjogo-
sultsdgdt mutatta meg: az egyik a lézeres direkt ex-
pondlds (Direct Exposure), a maésik az 1ézerrel
lokalizlt kémiai folyamatok (pl.: LACVD - Laser As-
sisted Chemical Vapour Deposition - Lézerrel segitett
kémiai gGzfazisi levalasztas).

Az els6 eljaras [1]-[12], [14], [17]-[20], [22] cldnye,
hogy mindazok a technol6giai 1épések, melyek a kon-
vencionalis maszkleképzésnél illetve -vetitésnél eddig
kényszerbSl megtfirt rossz tulajdonsigok voltak
(porleszoritas, arnyékképzddés, stb.), illetve a plusz
technol6giai 1épésekbdl fakadé tobbletkoltség, elhagy-
hat6k illetve megtakarithatok. Hatranya, hogy a
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felilletre felvitt rezisztanyag ugyaniigy szennyezi a
félvezetGszelet felilletét, mint a hagyoményos eljarés,
valamint a korlatozott felbontéképesség.

Az LACVD [1], [28] eldnye, hogy rezisztanyag je-
lenléte nélkiil, a lézersugar 4dltal az adott helyre
Osszpontositott fényenergia segitségével a gaztérben
jelen 1év§ szerves, fémvegyiileteket tartalmaz6 gazok-
bdl képes a megfelel§ helyre (a sugir poziciondlasi
pontossagétdl fiiggden) pl. W, Mo, stb-t levélasztani.
Haétrdnya (a jelenlegi fejlesztések alapjén) [32] az,
hogy kevéssé tisztazottak a mikroszkopikus fény-gaz-
anyag kolesonhatasok, s igy még jelentSs kutatémunka
kell a legelemibb paraméterek biztos kontrollalasara,
valamint az is, hogy a reakci6térben jelenlévs gazok-
bdl jelenleg csak fémeket tudnak levalasztani, s egyéb
anyagokat (SiO2, monolit fém Si, stb.) nem.

Az ]. dbrdn bemutatjuk egy elektronsugaras litograf
elvi felépitését. A 2. dbra egy X-sugaras, a 3. dbra
pedig egy lézersugaras direktexpondlé berendezést
mutat.

Ezen mikrolitografiai berendezések gyakorlati meg-
valositasa szitkségessé teszi a felbontist, illetve a pozi-
cionaldst befolydsold tényez8k részletesebb vizs-
galatat.
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2. dbra. RTG sugaras maszkilleszt& blokkvazlata

1. Rezgé asztal; 2. Rezg esitd gdzdugattylk; 3. Biztonsdgi elektronika; 4.
Interface elektronika; 5. Mikroprocesszoros vezérlés; 6. Display/Keyboard; 7.
Ellendrzéegység; 8. Szelett5ltS; 9. Maszkpoziciondlé (X,Y,B); 10. Allandé hdmérsékleti
1éghiitS; 11. 6 szabadsigfoki szelettartd; 12. Beillité rendszer; 13. Kamera; 14. Nagy
nyomdsd viz tdpegysége; 15. Nagyfeszilltségli tdpegység; 16. RTG cs6; 17. Ultra-
nagyvdkuum szivattyd; 18. Munkakamra; 19. Maszkto1ts; 20. Hézagmérs; 21, Maszk; 22.
Szeletr5gzitS; 23. Szelet
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1. dbra. Elektronsugaras litografiai berendezés blokkvazlata

1. Elektrondgyd; 2. Emisszi6t szabilyzé elektroda; 3. Fokuszalé elektroda; 4. Gyorsitd
elektréda; 5. Sztigmdtor oktopélus; 6. Bedllitishoz sziikséges lemezek; 7. Nyaldbkiolté
egység; 8. Beillitishoz sziikséges lemezek; 9. Sztigmitor oktopélus; 10. Apertura; 11.
Nyaldbformdlé elektréd-lencse; 12. Nyaldbformilo elektrdd-lencse; 13. Nyaldbeltéritd
lemezek; 14. Target; IS, EltéritGerSsitG; 16. Mikroprocesszoros vezérig; 17. Kioltdst
vezérlS egység; 18. Beillit6- és sztigmitor lemezmeghaijtd; 19. 0-100 kV-os tipegység; 20.
0-30 kV-os tdpegység; 21. 0-30 kV-os tapegység; 22. 0-10 kV-os tdpegység, 23.
Fiitotdpegység;
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3. dbra. Lézersugaras direktexponald késziilék blokkvazlata

1. Exponil6 1ézer; 2. SLM segédlézere; 3. Autofokusz egység segédlézere; 4. Autofokusz
egység clektronika; S. Detektor; 6. Nyaldboszté; 7. Akuszto-optikus deftektor; 8,
Akuszto-optikus moduldtor; 9. Deflektor- és moduldtor-vezérlG elektronika; 10. Al
lithaté fokuszdlé objektiv; 11. Szelet; 12. X irdnyd mozgasvezérld motor; 13. X irdnyd
poziciédetektor; 14. Y irdnyd poziciédetektor; 15. Y irdnyd mozgdsvezérlS motor; 17.
Mozgisvezérls interface; 18. X-Y asztal; 19. Szdmitogép; 20. Display/periféridk

A felbontast befolyasolé tényezGk vizsgilata

A tovibbiakban az X-sugaras maszkillesztGt nem tér-
gyaljuk, mivel célunk az, hogy két olyan eljarast
(elektronsugaras és lézersugaras direktexponil6) ha-
sonlitsunk Ossze bizonyos szempontok szerint, mely
nem a hagyomaényos értelemben vett maszkillesztd.
Ennek megfelelden a DSW (Direct Stepping on the
Wafer) mintijara a DGW (Direct Generation on the
Wafer) elnevezést latjuk célszeriinek bevezetni.

A felbontas direktexpondldsnil a legszorosabb
Osszefiiggésben az irdsugar atmérGjével van. Ez az

369



atmérg fiigg az alkalmazott sugir hullimhosszitol,

valamint annak anyagi természctét sl
(elektromégneses hullam, elektronnyaldb, stb.).

Ezekbsl a kovetkeztetés hasonld, mint a maszk
leképzésnél: a levilgité sugar hullimhosszat minél
kisebbre kell valasztani. Ekkor . azonban . Gjra
beleiitkoziink egy korlatba, nevezetesen abba, hogy a
RTG' sugarak valamint az ennél rovidebb hul-
lamhosszasig esetén nem tudjuk megfeleld mértékben
kézben (artani a legelemibb paramétereket sem (pl.:
fokuszaltsag). Ujabban folynak ugyan kutatisok RTG-
optikai elemek kifejlesztésére, de ezek erGsen a
kezdeti szakaszban tartanak.

Legjobb felbontés ezek szerint a konvenciondlis ele-

mekkel (ezalatt egyarant érthet§ a normil optikai

elemkészlet és,-az elektronoptika, mivel mindkettSt
régota, széles korben alkalmazzik) az elektronsugér
esetén érhet§ él. Az elektronoptikénak is megvannak
a maga tokéletlenségei, de példaul egy elektronsugar
eltéritése (deflektaldsa) lényegesen egyszeriibb és job-
ban kontrolldlhaté, mint a fényé, mely elektromos
térre érzéketlen, nem gy, mint az elektronsugar. Az
elektronnyaldb energidja a gyorsitéfesziiltséggel kony-
nyen és gyorsan befolyasolhaté.

Az elektronsugaras litogrifidnak azonban egyetlen
olyan hitranya van, mely visszaszoritja ezt az eljarast a

laboratériumokba és az egészen nagy félvezetd-

gyartok eszkdzparkjaba. Ez pedig a koltségessége. A
magas koltség onnan fakad, hogy - mint tudjuk - az
elektronsugaras litografia = ultra 'nagy vakuumot
igényel. Ha ezt a korilményt nem biztositjuk,
elofordulhat, hogy a litografia inkabb hasznélhat6
adalékoldsra, mint eredeti funkcijdra. A nem
megfelel§ vikuumban els6ként drasztikusan lecsokken
az elektronok atlagos szabad tithossza, mely felesleges
energiabefektetést igényel, vagy éppen lchetetlenné
teszi a helyes miikodést. Méasodizben pedig a légritka
térben bizonyos gizatomok (molekuldk) is taldlhatok,

melyek az elektonokkal - iitkozve, majd annak ener- .

gidjat 4tvéve becsapbédhatnak a félvezetSszeletbe,
ahova kéros szennyez&désként beépiilve hibékat
okoznak (implanticié jellegli hatds). Az is a kolt-
ségesség mellett szol, hogy ultra nagy vikuumot csak
korlatozott térfogatban lehet elGallitani. Ekkor. azon-
ban a leszivas - leveg6zés idGigényességét figyelembe
véve, nem igazdn termelékeny berendezést kapunk.

- Ezek alapjdn - tigy latszik - az elektronsugaras
litografia megmarad a kisérleti laborok olyan tech-
nol6gidjanak, mely kis széridk esetén igen jo ered-
ményekkel szolgalhat (pl. az IBM cég 40 nm-es mini-

. malis csikszélességli MOS tranzisztora [21]). ‘
A sorban ezek utan mar a deep UV tartomanyban

mikods 1ézerek valamelyike kovetkezik. Nagy fantédzia
jelenleg az exeimer lézerekben van. Ezeknek a 1éze-
reknek a hullimhossztartomanya kozelitGen a 200 nm-
t6l (ArF 193 nm) 350 nm-ig (XeF 351 nm) [32] terjed.
Elméletileg tehat a szubmikronos technolégidban j6l
alkalmazhat6ak, azonban nehezen megoldhat6 a fény-
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dcficktalas, valamint specilis optikai elemigény 1ép fel
ilyen hullimhosszokon.

A felbontas az optikai foltméret mellett még egy sor
més paramdétertdl is fiigg. JelentSsége folytdn azonban
kiillon emlitést érdemel az a finommechanikai, elekt-
ro-optikai koérnyezet, mely az ir6sugar-irott feliilet re-
lativ elmozduldsat biztositja. Kisérletek alapjan arra a

kovetkeztetésre  lehet jutni, hogy mindenképpen
mechanikai  surléddsmentes mozgatéelemet kell
valasztani.  Erre = tobb  lehet8ség  kindlkozik

(piezokerdmia, légparnis asrtal, deformiciés kine-
matika elvén mikodd mechanikus elem, linearis mo-
tor). A fénysugir eltéritése csak igen kis (néhanyszor
tiz milliradidnos) elemi szogben lehetséges akuszto-
optikus elven miikod§ elemmel (akuszto-optikus def-
lektor), mely elem igen pontos és gyors. Mas elven
mikodS deflektorok képesek ugyan nagyobb szogben
nyitni, de er8sen korlatozott sebességiik (néhany kHz)
és pontatlansiguk miatt nem megfelelSek.

Mint korabban emlitettiik, az expondlas raster scan
formatumban  torténik. (A felilletet soronként
végigpasztazzak, hasonlé médon, mint a televizid
képernyGje esetén ismert.)

Az optimilis foltméret megtartdsa alapkérdés. Erre
a célra allnak rendelkezésre az automatikus f6kusz4lo
berendezések - az autof6kuszok.

- A felbontast az optikai rendszer mellet a félvezetSre
felvitt fényérzékeny réteg is jelent@sen befolyasolja. A
feltétel kettSs, de szervesen illeszkednek -egymdashoz:
vagy az expondld nyaldb intenzitdsat kell a reziszt
érzékenységéhez  illeszteni, vagy a  reziszt
megvalasztisakor kell figyelemmel lenni a lézerfény
intenzitasdra. Tl érzéketlen reziszt vagy rosszul
megvalasztott intenzitds esetén a felbontds akar fél-
egy nagysagrenddel is elromolhat. :

A pozicionalas kérdése

Az eddigi gondolatmenet egy igen lényeges alappontra
még nem vil4gitott ra. Ha a direkt exponélas eljarasat
gyartésorban, izemszertien szeretnénk hasznélni, tobb
onall6 réteget kell tudni igen -pontosan a
félvezetSszelet feliiletére felexponélni. a

A pozicionilds tehat igen fontos, olyannyira, hogy
mikronos vonalszélességnél a mikronos pozicionalési
hiba mar nem megengedhetS. Nem hoz kielégitS
megoldést az sem, hogy a szeletet tart6 asztal pozi-
ci6visszajelzésérdl gondoskodunk valamilyen for-
méban, hiszen az asztalon a szeletet nem lehet
tokéletes pontossiggal illeszteni. A szelet nem ren-
delkezik a flat-en kiviil semmi pozicional6 elemmel. A
fiat bnmagiban nem lehet elég az illesztésre. Tehat
ezekbdl kovetkezGen vagy a szelet form4jat kellene
valamilyen moédon viéltoztatni (mely 1t gyakorlati
okokbél nem jirhat6), vagy mdis megoldast kell
vélasztani.
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Lehetdség van azonban az eldbbi kettSsséget
feloldani, mégpedig gy, hogy az els§ exponalds utan
az exponilofejet ellenkez§ irdnyba miikodtetve,
pésztazd lézermikroszkép tizemmoédba (SLM - Scan-
ning Laser Microscope) kapcsoljuk, s igy feltérképezve
a szelet feliiletét, be lehet térolni azt egy szamitogép
memoridjaba, ahol egy mar benne 16v8 4braval ossze
lehet hasonlitani. Az igy kapott adatok alkalmasak
lehetnek arra, hogy a levilagitofejet a megfelel§ pozi-
cibra éllitsak. Ez a megoldas lathat6 a 3. dbrdn [33].

A pésztazé fénymikroszkOp alapelve az, hogy egy
aktiv forrasbol (jelen esetben az valamilyen tipusd
1ézer) kilép§ fényt egy fokuszaloé lencsén 4t az adott
céltargy felilletére fokuszéljak. A visszavert nyaldbot a
sugidrmenetbdl egy alkalmas helyen kicsatoljak, majd
egy detektorba vezetik. A 1ézersugér pontos helyének
ismeretében fel lehet venni egy hely-intenzitds fiigg-
vényt, mely nem mas, mint az adott anyag feliletének
mikrofényképe. A detektor fényintenzitdssal ardnyos
aramjele bemenetként szolgilhat egy erre alkalmas
szdmitogépes rendszernek, ami azutdn a kiértékelést
elvégezheti.

A lézermikroszképpal ‘kombinalt rendszernél
lényeges szempont a lézermikroszk6p fényforrasanak
tipusa. Az altaldban alkalmazott rezisztek spektrélis
érzékenységére figyelemmel a 600 nm kdrnyéki hul-
lamhosszon m{ikodS 1ézer alkalmazhaté erre a célra
(pl.: 632.8 nm He-Ne lézer).

Osszefoglalas

A fentickben attekintettitk a szdzadvég litografiai
eljarasait megvalosithatosag, felbontds, koltségességi
szempontok szerint. Nem azt kivantuk hangsilyozni,
hogy a lézersugaras direkt expondlds a litogréfia
egyetlen lehetséges jarhat6 utja, csupan azt, hogy bi-
zonyos paraméterck mellet igen j6, mikron kornyéki
elemi vonalméret érhet§ el e technologiaval.
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